	вопросы по электронике

1) Электроника. Направления развития электроники.

2)   П/п диоды классификация; выпрямительные диоды, особенности Ge и Si диодов.

3)   Импульсные диоды: параметры, переходные процессы.

4)   Диоды Шоттки, контакт металл- п/п, параметры.

5)   Диоды   с резким восстановлением обратного сопротивления, переходные процессы, параметры.

6)   Стабилитроны. Параметры, характеристики.

7)   Прецизионные стабилитроны, двуханодный стабилитрон, стабисторы.

8)   Варикапы, вольт-Фардные характеристики, параметры.

9)   Туннельные диоды, хар-ки, параметры, применение. Обращенные диоды.

10)  СВЧ -диоды, смесительные, детекторные, переключательный генератор шу​ма (диод).

11) Лавинно-пролетные диоды, принцип, характеристики.

12) Биполярные транзисторы, принцип, физические процесы при взаимодейст​вии электрических переходов.

13)  Энергетические диаграммы при различных режимах работы.

14)  Коэффициент инжекции  и  переноса  носителей  заряда,  коэффициент передачи тока.

15.) Явление модуляции толщины базы, схемы включения режима  работы. 

16) Модель Эберса-Молла. 

17) Схема включения с ОБ, входные и выходные характеристики идеализиро​ванных и реальных транзисторов.

18)  Схема включения с ОЭ, характеристики, параметры.

19) Малосигнальная модель транзистора в схеме с ОБ, физич-ие параметры.  
20)  Малосигнальная модель транзистора в схеме с ОЭ, физич-ие параметры.

21)  Модель транзистора в виде четырехполюсника; h, z, у - параметры.

22)  Связь h-параметров с физическими параметрами.

23)  Переходные и частотные характеристики транзисторов в схемах с ОЭ, с ОБ. 

24 Тиристоры, принцип действия, ВАХ динистора.

25) Семисторы принцип действия, ВАХ динистора

26) Полевой транзистор с управляющим р-n переходом, принцип действия, на-

ряжение отсечки , напряжение насыщения. 

27) Полевой транзистор. Входные, выходные и пердаточные хар-ки.

28)  Полевой транзистор, дифференциальные параметры.

29)  Классификация    полевых    транзисторов.    Схема    включения    полевого транзистора.

30)  Полевые   транзисторы    с   управляющим   переходом   Ме-п/п.    Полевой транзистор с изолированным затвором.

31) Полевой  транзистор   с   изолированным   затвором   с индуцированным каналом, принцип действия, ВАХ уравнения, параметры.

32) малосигнальные параметры и модель МДП-транзистора .

33)  Микроэлектроника, основные понятия, классификация.

34)  Особенности ИС как нового типа электрических приборов. Технологические особенности изготовления ИС.

35) Технологические   процесы   изготовления   ИС.   Выращивание   кристаллов, эпитаксия,   легирование:   диффузионное   и   ионное,   предельная   раство​римость, травление, литография.

36) Технология изготовления гибридных ИС. Толсто- и тонкопленочные ГИС, ме​таллизация, сборка.

37)  Способы электрической изоляции элементов ИС: изоляция р-n переходом,изоляция диэлектрическими пленками. ИС на непроводящих подложках.

38) Технология изготовления активных элементов п/п ИС. Биполярный транзистор, n-p-п, р-п-р.

39)  Изготовление интегральных МДП-транзисторов. Интегральные диоды.

40) Технология изготовления пассивных элементов п/п ИС: диффузионные и ионно-легирующие резисторы, интегральные конденсаторы, МДП-конден-саторы. Технология изготовления пассивных элементов ГИС.

41)  Инвертор - основа цифровых ИС. Схема инвертора на транзисторе, ВАХ и передаточные характеристики.

42)  Усилительный каскад на биполярном транзисторе в схеме с ОЭ, принцип действия, основные параметры.

43) Особенности аналоговых ИС, передаточные характеристики, повторители напряжения.

44) Дифференциальный усилительный  каскад,  принцип действия,  основные соотношения.

45) Дифференциальный усилительный каскад, основные свойства, коэффи​циент усиления.

46)  Каскады  сдвига   потенциальных  уровней   в  аналоговых усилительных  ИС выходные каскады 

47)  Операционные  усилители,  структурная  схема.  Особенности   включения, коэффициент усиления в схемах с обратной связью.

48)  Повышение  степени   интеграции   в  микроэлектронике.   БИС   на   базовых матричных кристаллах, программируемые логические матрицы.

49) Динамические    неоднородность     носители    информации.     Основные элементы устройств в функциональной электронике.

50)  Элементы на поверхностных акустических волнах.

51)  Функциональная магнитоэлектроника. Цилиндрические магнитные домены.

52)  Функциональная п/п электроника.


	
	
	


